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化学気相成長(CVD)法は，大面積グラフェンをボトムアップ的に作製する手法として注目され

ている．炭素の固溶度の低い Cu基板を用いると基板からの炭素の析出が抑制され単層グラフェン

を選択的に得られることが知られている．Auも炭素固溶度が低く単層のグラフェンが作製できる

という報告もあるが[1]，Au基板上でのグラフェンの成長機構は明らかにされていない． 

そこで本研究ではAu基板上でのグラフェンの CVD成長のその場観察による機構解明を試みた．

Arイオンスパッタリングと Ar, H2雰囲気での加熱により清浄化した Au箔に Ar, H2, CH4をそれぞ

れ 240, 8, 2 sccmの流量で 900℃において供給した．清浄化およびグラフェン成長は熱放射光学顕

微鏡[2]によってその場観察した．グラフェン成長後，大気中で Raman マッピング測定を行った． 

Figure (a)は成長開始から 15, 30, 40 分後に得られた熱放射光学顕微鏡像を示す．Au箔の溝に挟

まれた領域において明るいコントラストが溝と平行方向に拡大していることがわかる．Figure (b)

は同領域の Raman 2Dバンド強度をマッピング測定した結果を示す．2Dバンド強度が強い領域と

熱放射光学顕微鏡像の明るいコントラストが一致しており，Au箔上におけるグラフェン成長のそ

の場観察を達成したと言える．また，2D および G バンドの強度比から成長したグラフェンは単

層と判断した．当日は Au 基板上でのグラフェン成長の機構についても議論する． 

      

Figure (a) Rad-OM images of Au surface during the graphene growth. Scale bar: 20 μm. (b) Raman 2D 

band intensity map. The area is almost same as (a). 
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